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本論文はパケット ブリゲード デバイス (BBD) とメタルナイトライド オキサイド セミコン
ダクタ( MNOS) の電荷移動と蓄積に関する研穿成果をまとめたもので) 6章より構成されている。
第 1 章では，本研究lζ関する歴史的概要をのべ，性能の向上をはかる上での問題点を指摘し，本研究
の目的と意義を明らかにしている。










特性につき，実験的，解析的に検討し，乙の結果，多層窒化膜構造の MNOS デバイス lとより電荷の蓄
樟効率および保持特性の改善が可能となる乙とを明らかにしている白
第 5 章では，オーディオ周 BBD. および，テレビ ディジタ jレ チューニングシステム用 MNOS
メモリの実用化をはかる上で，銭された問題点を解決するとともに，それらの試作評価を行なっている白
-470 ー
オーディオ用 BBD を実現する上での重要な問題点であると乙ろの遅延時間， 周波数帯域，挿入損失
等についても，転送効率の高効率化と出力回路の改善により解決できることを示している。さらに，応













(2) 転送効率の改善方法として. 4極構造 BBDを検討し，従来の 3 極構造 BBD'ζ比して転送効率が
改善できることを理論的かっ実験的に立証し，これにもとづき世界最長の 4096 段 BBD において
その有効性を実証している。






(2) とのモデノレを MNOS メモリトランジスタに適用し，電荷転送と蓄積の機構とメモリ特性の関係を
理論的，かつ実験的に明らかにしている。
このように本論文は BBD と MNOS の電荷移動と蓄積に関して有用な知見を与え，半導体工学上貢
献するところが大きい白よって本論文は博士論文として価値あるものと認める白
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